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YETiSDIRILMOSI VO ONLARIN B9'Zi FOTOELEKTRIK XASSOLORININ TODQIQI
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Isde istigametli kristallasdirma iisulu ile terkibinde 1mol% SnTe olan indium seskvitellurid berk mehlulunun monokristallar1
alinmig fotokegiricilik spektrinin tadgiqine esasen 77 ve 300 K temperaturlarinda qadagan olunmus zolagin eni te'yin olunmus ve

alinmig kristallarda elektrik yaddagh geviricilik hadisesi bag verdiyi miioyyen edilmigdir.

Yarimkegiriciler texnikasinda stexiometrik terkibe ria-
yet olunmasi, fiziki parametrlerin stabilliyi ve bitkin mo-
nokristallarin yetigdirilmesi boyiik shemiyyet kesb edir.
Tebii defektlore malik qallium ve indium seskvitellurid-
leri termo- ve fotomiiqavimet hazirlanmasi {i¢iin tetbiqi
perspektivlers malik olduglarindan hemin birlegmeler
osasinda emosle gelen berk mehlullar miieyyen maraq
kesb edir [1,2].

Ovveller tedqiq olunan SnTe-[Ga,In].Tes sistemlorin-
de Ga:Tes vo In2Tes birlogsmeleri asasinda 1 mol % hed-
dinde berk mehlul emele geldiyi miieyyen olunmugdur
[3]. In2Te3-SnTe sistemi {izro In:Tes esasinda 1 mol %
SnTe ilo agqarlanmig erintinin monokristah yetisdirilmis-
dir. Bunun {iciin evvelceden gosterilen terkibli niimune
sintez edilmis, ezilerek ucu biz kvars ampulaya tokiilmis,
vakuum yaradilmigdir. Monokristal alinmas: {igiin istiqa-
metli kristallagdirma tisulunun saquli variantindan istifa-
do edilmigdir [4]. In2Tes birlegmesinin srime temperaturu
ve uygun hal diagrami nezere alinmagla zonalarin tempe-
raturu 950-990 K kimi segilmig, ampulanin zona iizre he-
rokot siir'eti 3 mm/saat olmugdur. Proses neticesinde yiik-
sok parlaghga malik qaramtil rengli layh quruluglu mo-
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Sek. 2. InaTes + 1mol % SnTe erintisinde fotokegiriciliyin
spektral paylanmasi. T,K:1-300; 2-77.

nokristal alinmigdir. Monokristalin kiitlesi 4 q olmugdur. N
Niimunenin monokristallik strukturu layeqramlar g¢e- \
kilmesi yolu ile siibut edilmigdir (sek.1). 420 N\
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Soak.1. 1 mol % SnTe ile asqarlanmig InsTes orintisinin mo-
nokristalinin layegrami,
Alinmig kristallarin be'zi elektrik ve fotoelektrik xasso- 0’ ] i 5‘ :lo

leri tedgiq edilmigdir. Niimunenin fotokegiriciliyi me'lum 20 # 7
kompensasiya tisulu ile ol¢iilmiigdiir. Tedqiq olunan v,6 —

In>Tes esasinda erintinin kristallan yiiksek elektrik miiqa-
vimetine (10%-106 Om-sm) malik olduglarindan [5] U2-6

Sok.3. In2Tes + 1 mol % SnTe erintisi osasinda monokristal
niimunenin voltamper xarakteristikas.



tipli giiclendiriciden istifade edilmigdir. Olgmeler gdster-
migdir ki, 400 vt giciinde isigqla gialandirma zamam
niimunenin elektrik kegiriciliyi 300 K-de 2-3 defe, 77 K-
de ise 10 dofe artir. Sokil 2-de verilmis spektral paylan-
ma oyrilerinden goériindiiyii kimi 300 K-de dalga uzunlu-
gunun 4=0,845 mkm giymetinde fotocareyan maksimum
giymete malik olur. Temperatur 77 K-e geder azaldigda
ise maksimum qisa dalgalara teref (1=0785 mkm) yerini
deyisir. Bu ise gadagan olunmus zolagin eni A;,, (uzun
dalgalar terefinden fotocerasyanin yarimsonmesine uygun
dalga uzunlugu) esasinda hesablanmg, 77 K igiin
Es~1.34eV; 300 K ii¢iin £,~1,23 eV giymetloeri alinmigdir.
Bu giymetler elektrik kegiriciliyinin temperatur asililigina
osason hesablanmig giymetden (E,7=1,09 ¢V) 300 K
ii¢iin 0,14 eV ¢oxdur.

Qadagan olunmus zolagin eninin temperatur asililigi
liglin @=dE,/dT=5-10-4 eV/K giymeti almmgdir.

Niimunelerin volt-amper xarakteristikas: tedqiq edil-
migdir. Biitiin volt-amper xarakteristikalar1 polyarligina
géro simmetrik xarakter dagiyir. Sekil 3-den goriindiyii
kimi niimunenin volt-amper xarakteristikalarinda ii¢ xa-
rakter hisse forqlonir: xetti kvadratik ve cereyanm keskin

artimi. Ovvelce gerginliyin agag giymetlerinde kristaldan
kegen cereyanin giddeti xetti qaydada artir, ye'ni Om qa-
nuna riayst olunur.

Gorginliyin sonraki artimi cersyan giddetinin avvelce
kvadratik ve sonra daha keskin yiitkselmesine sebab olur.
Noehayet, gorginliyin 80 V giymetinde (niimunenin gahn-
Iig1 62 mkm-dir) niimune sigrayisla yiiksok miigavimetli
haldan agag: miiqavimetli hala kegir. Bagqa sozle, elektrik
yaddagh g¢evrilme effekti miisahide olunur. Niimunenin
yiksok miigavimetli haldan asagi miiqavimetli hala
ke¢mesi zamani elektrik miigqavimeti adeten 2-3 tertib
doyigir. Miixtelif qalinligli ve formah niimuneler iigiin
astana gerginliyi 40-150 V arasinda deyismisdir. Qaliq
gorginliyi 0,5-1,8 V olmugdur. Niimunelerde cereyan gid-
deti yiiklonme miigavimeti ilo mehdudlanmis ve miiqa-
vimet 1-100 KOm arasinda deyigmigdir. Niimunelerde
yiikksek miiqavimetli hal miixtelif polyarlifa malik impuls
gorginliyi vasitesile barpa oluna biler.

Belolikle, igde istiqametli kristallagma iisulu ile ter-
kibinde 1 mol% SnTe olan indium seskvitellurid qadagan
olunmus zolagin eni te'yin edilmis ve alinmug kristallarda
elektrik yaddagh ¢eviricilik hadisesi bas verdiyi miieyyen
edilmigdir.
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BBIPAIIIUBAHUE Y HCCJIENOBAHUE HEKOTOPBIX ®OTOJIEKTPHYECKUX CBOHCTB
MOHOKPHUCTAJUIOB CILUIABOB HA OCHOBE CECKBHUTEJLIYPUIA HHANSA.

MeToxoM HanpaBIeHHOH KPHCTAIM3aLHM NOMy4eHbl MOHOKDHCTA/IBI TBEPABIX PACTBOPOB CECKBHTEUTYPMAA HHIMA, COACPXKAIMX
1 mon.% SnTe. Ha ocHoBe ucCne0BaHus crekTpa POTONPOBOAMMOCTH ONpPEAEIeHH! INPHHA 3anpeiiecHHoH 30ub1 pH 77 u 300 K. Iokasa-
HO, YTO B NMOJy4eHHBIX KpUcTa/LIaX Habmoaaercs ekt nepekmoueHns C AEKTPUHECKOH MaMAThIO.

Y.N. Babayev, A.G. Kyazim-zade

GROVN AND INVESTIGATION OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF SINGLE CRYSTALS
BASED ON INDIUM SESCVITELLURIDE ALLOYS

The single crystals based on InTe 1 mol% SnTe were grown by directionally cristallization method. From spectral characteristics of pho-
toconductivity the forbidden gap energy at 77 and 300 K are determined. The switching effect with electrical memory is observed.
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